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【手続補正書】
【提出日】平成23年5月27日(2011.5.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にゲート構造物を形成する段階と、
　前記ゲート構造物上に層間絶縁膜を形成する段階と、
　前記層間絶縁膜の表面を水素ガス雰囲気に露出して前記基板を熱処理する段階と、
　前記熱処理する段階の後、前記層間絶縁膜上にシリコン窒化膜を形成する段階と、
　前記層間絶縁膜上に金属配線を形成する段階と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記金属配線は、銅を含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記熱処理する段階の前に、前記基板と接触する前記層間絶縁膜を貫通するプラグを形
成する段階を更に含み、
　前記金属配線は、前記プラグに電気的に接続されることを特徴とする請求項２に記載の
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半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記プラグは、タングステンを含むことを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項５】
　前記熱処理する段階の前に、前記基板と接触する前記層間絶縁膜を貫通するプラグを形
成する段階を更に含み、
　前記金属配線は、前記プラグに電気的に接続されることを特徴とする請求項１に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記プラグを形成する段階は、
　前記基板を露出する開口を前記層間絶縁膜に形成する段階と、
　前記開口の内部及び前記層間絶縁膜上に導電膜を形成する段階と、
　前記導電膜の上部を前記層間絶縁膜が露出するまで平坦化する段階と、
　を含むことを特徴とする請求項５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記導電膜の上部を平坦化する段階は、機械的化学的研磨工程、エッチバック工程、ま
たはこれらの混合工程によって行われることを特徴とする請求項６に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項８】
　前記層間絶縁膜を形成する段階は、前記ゲート構造物を覆う第１層間絶縁膜を形成する
段階を含み、
　前記金属配線を形成する段階は、
　前記シリコン窒化膜上に第２層間絶縁膜を形成する段階と、
　前記第２層間絶縁膜及び前記シリコン窒化膜を貫通しかつ前記プラグを露出させるホー
ルを形成する段階と、
　前記ホールを埋め立てる金属膜を形成する段階と、
　を含むことを特徴とする請求項５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第２層間絶縁膜は、低誘電物質を含むことを特徴とする請求項８に記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項１０】
　前記熱処理工程は、前記層間絶縁膜の表面を水素ガス及び非活性ガスを含む混合ガス雰
囲気に露出して行われることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
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